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【 請 求 項 ２ 】
　

　

　

【 請 求 項 ３ 】
　

　

チ ャ ネ ル 形 成 領 域 と ソ ー ス 領 域 と ド レ イ ン 領 域 と を 有 す る 結 晶 質 半 導 体 膜 を 有 し 、 前 記
チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 下 に は ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 介 し て ゲ ー ト 電 極 が 形 成 さ れ て お り 、 前 記 チ ャ
ネ ル 形 成 領 域 の 上 に は 絶 縁 膜 が 形 成 さ れ た ボ ト ム ゲ ー ト 型 の Ｔ Ｆ Ｔ を 有 す る 半 導 体 装 置 の
作 製 方 法 で あ っ て 、

珪 素 を 含 み １ ４ ０ ～ ３ ０ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 を 有 す る 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 上 に 半 導 体 膜 を 形 成
し た 後 、 前 記 半 導 体 膜 を レ ー ザ ー ア ニ ー ル 法 又 は ラ ピ ッ ド サ ー マ ル ア ニ ー ル 法 を 用 い て 結
晶 化 す る こ と に よ り 前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 を 形 成 し 、

前 記 チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 上 に 前 記 絶 縁 膜 を 形 成 し た 後 、 ５ ０ ０ ℃ ～ ７ ０ ０ ℃ の 加 熱 処 理
を 行 う こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

チ ャ ネ ル 形 成 領 域 と ソ ー ス 領 域 と ド レ イ ン 領 域 と を 有 す る 結 晶 質 半 導 体 膜 を 有 し 、 前 記
チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 下 に は ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 介 し て ゲ ー ト 電 極 が 形 成 さ れ て お り 、 前 記 チ ャ
ネ ル 形 成 領 域 の 上 に は 絶 縁 膜 が 形 成 さ れ た ボ ト ム ゲ ー ト 型 の Ｔ Ｆ Ｔ を 有 す る 半 導 体 装 置 の
作 製 方 法 で あ っ て 、

酸 化 タ ン タ ル か ら な り １ ２ ０ ～ ２ ５ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 を 有 す る 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 上 に 半 導
体 膜 を 形 成 し た 後 、 前 記 半 導 体 膜 を レ ー ザ ー ア ニ ー ル 法 又 は ラ ピ ッ ド サ ー マ ル ア ニ ー ル 法
を 用 い て 結 晶 化 す る こ と に よ り 前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 を 形 成 し 、

前 記 チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 上 に 前 記 絶 縁 膜 を 形 成 し た 後 、 ５ ０ ０ ℃ ～ ７ ０ ０ ℃ の 加 熱 処 理
を 行 う こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

チ ャ ネ ル 形 成 領 域 と ソ ー ス 領 域 と ド レ イ ン 領 域 と を 有 す る 結 晶 質 半 導 体 膜 を 有 す る 半 導
体 装 置 の 作 製 方 法 で あ っ て 、

ゲ ー ト 電 極 上 に 珪 素 を 含 む ゲ ー ト 絶 縁 膜 を １ ４ ０ ～ ３ ０ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 で 形 成 し 、



　
　

　
　

　
　
【 請 求 項 ４ 】
　

　

　
　

　
　

　
　
【 請 求 項 ５ 】
　

　
　
　

　

　
　
　
【 請 求 項 ６ 】
　

　

　
　

　

　
　
　
【 請 求 項 ７ 】
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前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 半 導 体 膜 を レ ー ザ ー ア ニ ー ル 法 又 は ラ ピ ッ ド サ ー マ ル ア ニ ー ル 法 を 用 い て 結 晶 化 し

て 前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 上 に １ ０ ０ ～ ４ ０ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 で 絶 縁 膜 を 形 成 し 、
前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 の 前 記 ソ ー ス 領 域 及 び 前 記 ド レ イ ン 領 域 と な る 部 分 に 不 純 物 を 添 加

し 、
５ ０ ０ ℃ ～ ７ ０ ０ ℃ の 加 熱 処 理 を 行 い 、
前 記 絶 縁 膜 の 上 に 層 間 絶 縁 膜 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

チ ャ ネ ル 形 成 領 域 と ソ ー ス 領 域 と ド レ イ ン 領 域 と を 有 す る 結 晶 質 半 導 体 膜 を 有 す る 半 導
体 装 置 の 作 製 方 法 で あ っ て 、

前 記 ゲ ー ト 電 極 上 に 酸 化 タ ン タ ル か ら な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 を １ ２ ０ ～ ２ ５ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 で
形 成 し 、

前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 半 導 体 膜 を レ ー ザ ー ア ニ ー ル 法 又 は ラ ピ ッ ド サ ー マ ル ア ニ ー ル 法 を 用 い て 結 晶 化 し

て 前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 上 に １ ０ ０ ～ ４ ０ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 で 絶 縁 膜 を 形 成 し 、
前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 の 前 記 ソ ー ス 領 域 及 び 前 記 ド レ イ ン 領 域 と な る 部 分 に 不 純 物 を 添 加

し 、
５ ０ ０ ℃ ～ ７ ０ ０ ℃ の 加 熱 処 理 を 行 い 、
前 記 絶 縁 膜 の 上 に 層 間 絶 縁 膜 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

チ ャ ネ ル 形 成 領 域 と ソ ー ス 領 域 と ド レ イ ン 領 域 と を 有 す る 結 晶 質 半 導 体 膜 を 有 す る 半 導
体 装 置 の 作 製 方 法 で あ っ て 、

ゲ ー ト 電 極 上 に 珪 素 を 含 む ゲ ー ト 絶 縁 膜 を １ ４ ０ ～ ３ ０ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 で 形 成 し 、
前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 半 導 体 膜 を レ ー ザ ー ア ニ ー ル 法 又 は ラ ピ ッ ド サ ー マ ル ア ニ ー ル 法 を 用 い て 結 晶 化 し

て 前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 の 前 記 ソ ー ス 領 域 及 び 前 記 ド レ イ ン 領 域 と な る 部 分 に 不 純 物 を 添 加

し 、
前 記 チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 上 に ５ ０ ～ １ ５ ０ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 で 絶 縁 膜 を 形 成 し 、
５ ０ ０ ℃ ～ ７ ０ ０ ℃ の 加 熱 処 理 を 行 い 、
前 記 絶 縁 膜 の 上 に 層 間 絶 縁 膜 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

チ ャ ネ ル 形 成 領 域 と ソ ー ス 領 域 と ド レ イ ン 領 域 と を 有 す る 結 晶 質 半 導 体 膜 を 有 す る 半 導
体 装 置 の 作 製 方 法 で あ っ て 、

前 記 ゲ ー ト 電 極 上 に 酸 化 タ ン タ ル か ら な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 を １ ２ ０ ～ ２ ５ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 で
形 成 し 、

前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 半 導 体 膜 を レ ー ザ ー ア ニ ー ル 法 又 は ラ ピ ッ ド サ ー マ ル ア ニ ー ル 法 を 用 い て 結 晶 化 し

て 前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 結 晶 質 半 導 体 膜 の 前 記 ソ ー ス 領 域 及 び 前 記 ド レ イ ン 領 域 と な る 部 分 に 不 純 物 を 添 加

し 、
前 記 チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 上 に ５ ０ ～ １ ５ ０ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 で 絶 縁 膜 を 形 成 し 、
５ ０ ０ ℃ ～ ７ ０ ０ ℃ の 加 熱 処 理 を 行 い 、
前 記 絶 縁 膜 の 上 に 層 間 絶 縁 膜 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 加 熱 処 理 は フ ァ ー ネ ス ア ニ ー ル ま た は 電 磁 エ ネ ル ギ ー を 用 い た ア ニ ー ル に よ り 行 う

こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。



【 請 求 項 ８ 】
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請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ７ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 半 導 体 膜 を １ ０ ｎ ｍ ～ １ ５ ０ ｎ ｍ で 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方

法 。


	header
	written-amendment

